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Al Etude du systeme.

1 Une source de radiation émet des rayons Gamma qui traversent le réservoir. Suivant la
hauteur de remplissage la rayon est plus ou moins amorti. Un détecteur, de l'autre coté de la

cuve traduit ce rayon en tension proportionnelie au niveau. 1

B/ Etude de FP1 Adaptation des grandeurs physiques.

20 pts (A et B)«

2 Cuve vide : V11=R11 x Iniveau = 125 x 0.004 = 0.5v 1') .
Cuve pleine : V11 =125 x0.02 = 2.5v 1

3 Filtre passe bas T
Fc=1/2rRC =15.9 hz 1)3
oui car il élimine les fréquences > ou = a 30 Hz 1

4 Suiveur : V13 = V14, ‘ N <1
Impédance d'entrée infinie, impédance de sortie faible. 85uw b wnde > \2

5 Iniveau = 0 = V11 = 0v et V13 =0V. 1

Vid oo
6 Vref = 2.5v 1
7 RA; =72.2K ::>ILMJ'36 =( VDD'VREF )/ Ra1= .14 mA ( en négligeant IRIS devant IRA) 1 ) .
Vel Z/,l}' . T

Or la doc précise : 0.4 < Iz < 10 MA. 1!

8 - Ve+ = V13R14/R13+R14 ' 1
-Ve- = (Vref R16 + Vniveau R15) / R15 + R16 1
-Ve- = Ve+ } R.‘EZK VLo “\ig = {‘z,'i\. 1

4

- Vniveau = V13 - Vref /5, avec V13 = V11, ou expression compléte plus longue.

-cuve vide : Vniveau = O}S -0,5= Ov

-cuve pleine : Vniveau = %5 - 0}5 = 2v
2 ~
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C/ Etude de FP2 Conversion analogique numérique.

10

12

1M1 pts -

-Sortie de FS20 : analogique
-Sortie de FS21 : analogique
-Sortie de FS22 : analogique

-Sortie de FS23 : logique y ‘ N

L3R =4 3 -0
Le role de D21 R22 permet de limiter la tension appliquée a lalstructure
microprogrammeée a une valeur ‘
reoe de 3, ‘3\:

vva de 0V X . 2
AL« G& e XA(LT\U\"'“Q-—

O

T

at=tfin N s

ljl Etude de FP5 Détection et affichage des défauts.

13
14

15

16

18

24 pts -

e .
Oe le("ahOV\
fonctionnement non Iinéaire/, t,0m§,<.-aw.f’wv”

AL 5 =S¥

ALest

Vdd x R53 /R52 + R53 = 0.1v
fonctionne en commutation

Sat T61 :

-2n2222 > 100 No A G Py ek T AT 00 d
-Relais : RL =125Q |
Ic sat =(Vdd - Ve saty/RL +(Vdd-VfdeI'31»Vcesat)/ R50

= 004 |/ + 0.0267 |' = 00667A

. “.- s
A [y o
E , . o pm e

Jbmini=lcsat/ pmini=066mA ¥

b réel = +Vsat - Vbe / R54 = 1.77 mA
-Ib réel > Ib mini ==> T bien saturé.

D561 = limite le Vbe inv. de T51%O 6v>au lieu de -Vsat = - 4 5v, la limite étant de -3v.
tab 1

FS5 2 ==> Seuil maxi donc 2v (=Vp51)

xVref=2v ==> x=2v/Vref=2/25=08 R =Joo

fonction OU

bab 2

-Del 52 - indication visuelle de dépassement maxi
-Del 53 " indication visuelle de dépassement mini
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E/ Etude de Fp3 Affichage.

AS ts -

43 chrono. P 9,
20 FS32 meémorise sur front montant. 2
24 cheono. 3
22 sur Pafficheur AFF31:V35=1 V36 =0et V37 =0. 2

(Afficheur a cathodes communes)
23 Verrou transparent ==> V33 4&'0".

Verrouillé ==> \33a'1l. 2
24 b3 : LT/ : Allume tous les segments (entrée prioritaire sur BI/). 1

b4 : Bl . Eteint tous les segments. 1

Ces entrées sont actives a I'état bas, elles ne sont pas actives ici. 1
25 dhong . 3
26 2.15 1

| Etude de Fp{ ]-L’UY\\ . FLZ/\“"),;WU—;L s coredoen
A 3 pts -
1fle o .

2% De'&rvw{aj\m 2
28 La mémoire ainsi constituée comporte 4 x 2" mots de 8 bits.

Chaque point étant mémorise sur 8 bits,

on peut stocker 4 x 8192 = 32768 points. 2
29 Les courbes doivent pouvoir étre ultérieurement imprimees :

donc nécessité de meémorisation permanente ( de'type ROM). 1

AXydovery e zenles pon b np s gErre™
30 15 impulsions d’horloge sont nécessaires(adresse codées sur 15 bits). )
A0 et A12 = adresse du mot dans chaque boitier mémoire'm Repmccs (‘Q’
A13 et A15 = sélection du boitier mémoire. ) e

31 Horloge active sur front montant 1
32 4 /: rono. 2
IEELMER
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Chonogramme de V22 et P2 (V23) :
uestion 10 /o
(q ) / % q)\“ﬁ .

A VT (éor'ﬁe de UxB) !
1+VDD U

bsv

3 -
Vi (V) =V
0 trel‘ tﬁn|/ I t N
l

tﬁn de cycle

\ 4

..L“SV O P Ut S

j\ V23 |
+VDD

L

v

+ -VDD
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Ce document décrit de fagon plus précise ce que fait Io systéme microprogrammé pour faire une conversion

2;' \7“" \'; .

Conversion Analogique / Numérique A ) . g
C ) Z - (_\N‘ (ﬂ’*f\'”‘(&f\’#‘\»aj?*\-\lr di A(DE A
A

Y

0 —> ES25 avanttl :
/’ ! . sge 3 »
v / initialisation
."/ d
* . compléter Metire la sortie PO/ Y
par 0 ou 1 a retat logique }4," convertisseur
* : compléter Mettre la sortie P1 & ['état logique "4"‘ detOatref:
parOou et la sortie PO a I'état logique "O"
v générafion de
la
Temporisation (T ref.)
premiére rampe
* : compléter Mettre la sortie P1
parOou1 a I'état logique """
Temporisation
de tref a tfin :
+ Fs25+1-—> FS25
génération de
la
* : compléter NON lentrée P2 deuxiéme rampe
parOouf

est-elle & I'état logique "G
?

La valeur numérique de FS25
représente la tension Vniveau

N2

( Fin de la conversion )
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Schéma structurel de FP5 "Détection et affichage des défauts” / )
4‘1)‘ P\"'S

a

+Vdd
56KQ
g L1 Usia
O [ Ry |3~ )
anx rme 3 +
v+ TLOB4 I Vi1
1,2KQ
m
am mn €551
Ds, IN4148
NI
AN ¢/
els;
D 1N414
A i
- B R R
470L0
100 Ry,
13}
Fsss
+Vdd =5V
Us; est alimenté entre +Vdd et-Vdd
Vrvef=2,5v
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Tableau 1:

(question 16)

£

—

Y b

1’! P
Mode de Etat du Bobine du Etat de la
fonctionnement | Vs (enV) transistor relais X, DEL
1) Ts1 (*2) Del 5 (*3)
y, f ?én&e; aa Novmal -4 ,5V B REPOS Etelnte
Y, flggr&%:aa Rupture +4,5V S Excitée Allumbe
Rem : *1 : Normal ou rupture de liaison
*2 : Excitée ou repos
*3 : Eteinte ou allumée
Tableau 2 :
(question 18 SRS
, ) /1
Vs | Vss Etat Etat Etat Etat Vss Etat Etat
Dels, Delss Dss Dss (en V) Tso Xo
I0| l0|
Etelnte | EBtelnte B B o) B R
0 1 39
Eteinte | Allumée B P 3,8 S €
! 0 ) 33
Allumée | Etelnte P B 2,8 S E
l1l 44
1 33,
Allumbe | Allumée| P P Z8 S 5
Rem : utiliser P : Passante
B : Bloqué(e)
S : Saturé
E : Excité
R : Repos
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D1

D2

Yer

D3

D4

Yo

D5

Ve

D6

Question 19 : V31

Yer

Yer

V32

4 - A N S '
720 B B

1 o oo T :
V33 B B P

Yer

Ver

V34

4 = P
Question21: V35 b Y

Yer

V36 e e

‘ o Lo oo f
/\*:» P T
19 Lo

vsr [T 73

....................

Ver

Question 256:  AFF31 ? ?X 2

Yer

\

A
/ AFF32 ;.;_? ?;. X 1
S XA A P P
0% - ’

Yer

1 I L
AFF33 - S T
2?7 XS

Yer

Baccalauréat Technologique Génie Electronique
ESTI Etude d'un systéme technique / PARTIE ELECTRONIQUE

Document Réponse
page 5/7

Repére :  |EELMER



— ek . . ey
H p\/; H
no?
BUTPUT] ENRBLE
L 1C3
\DAD_CTR VEC  3dlsisL
N2 S CTRA4
LLOCK 12,34+
whva
uce Ic! M2
74L5164 | 10 163 acT=sHE 1c8 1c8 Icie Hnmw
— 64 2864 2864 2864 28 ;
¢ | SRG8 % e e WE EEPROM :
Sl i - WE EEPROM WE EEPROM L dUWE EEPROM e 1
W‘An Aoe 305 11T Pa—a oE oF L JoE e !
DL 4 3 a CE g CE —Q !
& [1D] - g : =]1L2] > Az CE .
DORESS IN 2 3 b2 43 :
4 D3 [ Ty 1 »mU r . - r . M_o r W
15 ! ey a2 | ao AB | AG
[ gl ol \MH‘ ar \.DIHI as \Dupl al \ml Al
i 74LS1BL (B (A= 25 mo
19 H \.I..\»m Az \mh, Az \Pml Az 3] As
11 A3 A3 | a3 A3 | a3
12 i CTR4 vy A3 b a4 | A4 ag De a4 | 4 DO |-
3 : L2 544 [ A4 | A4 Do — \mm.i pe | |[-£24 2 Do — |51 ns AR
H 1= -
: : e A2 A5 e e e e ol | T o2 NV eelas pz [ |}
; 8 AB | AB bz ]| [ 254 n8 — i ar —d Va7l as 03 1
i IS Mz =li5 V 87 1 a7 D3 A7 i a7 D3 —Ji[A5H a7 D3 b b 3 I~
“ - 7] T PSS v |1 PSR 0 ECE SN 1] - el
s “ a8 b4 | -~
14 cT=0 824 A9 DS ] T PS —| Va1 »wo D& N AL ate 06 ||
- - Ald ate DS Ald alo D& —J ([ a0 A a1l 07 H
AD4 3 44 Ad ALl Al A A o7 atlarr 07 | ALl aul -3
1D [13 ~ ALl D = "~ E ald a1z
40s 4 123 3 s Ald ALz NV ald atz ALE A12 N
Abs s 1i2 AB Aig Alg alz e
5 p—sai—{ 11 A7 —
AD7 5 N
1CS
74L5161 bATA BUS DATA _BUS
CTR4 ,
2
T ADRESS BUS ADRESS_BUS £S6l B
uee Ic2 vz -
H 74L5164 2163 3CT=i5
SRG8 1G4
N e/ | t—q_cT=0 » " SELECT®
R a23 oy CHIE e .
& 11D} 3 ﬁw AD1o 5 ”mw EREEYCN 7415138
L 4 m ABLL 5714 ALl wo\ﬂ
S als 21, (obd .
B IC8 ¥ a4 1 5 SELECTE
10 74LS18L G i SELECT2
11 ' 2p= SELECT3
12 CTR4 pidea  3p-
N - f'll\l.l'l"'\-
13 2,3 4+ X
7
m\mm, mrva Bod ; vee y
— 22 5 Y ”
Id|mu 3CT=AB~= A
ﬂ? c12 i
L cT=e 4 ALz 74L8e0
JRITE ENABLE AD12 30513 ]
ADL3 APt sT—i3  al3 S
ADL4 E—o—1i2 Al4)
TN

SCHEMA STRUCTUREL DE FP6
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Remarque
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